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low-temperature scanning tunneling microscopy 
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【はじめに】鉄シリサイドは資源埋蔵量が豊富

な鉄とシリコンの化合物であり、毒性元素を含

まないため「環境半導体」と呼ばれ、次世代の

オプトエレクトロニクス材料として期待され

ている。特に、β-FeSi2 半導体相は光ファイバ

ー通信に適合した波長での発光が観測されて

おり、発光素子として注目されている[1]。 

高温・低被覆率で現れる c(2x2)構造をもつ鉄

シリサイドについて、走査トンネル分光(STS)

ではβ-FeSi2半導体相[2]、紫外光電子分光(UPS)

及び X 線光電子回折(XPD)ではα-FeSi2金属相

[3]との報告があるが決着はついていない。その

解明を目的として、STM 観察と STS 測定を行

った。 

【実験方法】Si(001)上に鉄を 0.017 Å/sの速度で

3分間蒸着し、820～920 Kで 10、30分間アニ

ールした後 79 Kで STM観察を行った。 

【結果と考察】図 1に 920Kで 10 minアニール

した試料、図 2に 820Kで 30 minアニールした

試料の STM画像と STSスペクトルを示す。欠

陥密度の少ない試料では、バンドギャップが形

成され半導体になることが示唆された。 
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  図 1 . c(2x2)構造の STM像と STSスペクトル 

アニール温度 : 920 K, アニール時間 : 10 min 

Sample bias : +1.0 V, トンネル電流: 0.1nA,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2. c(2x2)構造の STM像と STSスペクトル 

アニール温度 : 820 K, アニール時間 : 30 min 

Sample bias : -1.5 V, トンネル電流 : 0.1 nA 
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